Karbid kfemiku (SiC) je polovodi¢ s sirokym zakdzanym pasem az do 3,2 eV. Aplikace na
bazi SiC jsou schopné pracovat v extrémnich podminkéach, vysokoteplotnich a
vysokoenergetickych rezimech. Tato prace je zamérena na zkoumani elektrickych, optickych a
spektroskopickych vlastnosti monokrystalického SiC raznymi metodami véetné Ramanovy
spektroskopie,  volt-ampérovych  charakteristik, @~ méreni transientnich proudi a
spektroskopickych metod. Také je studovana adheze kontakti a vliv riznych materiala
kontaktl na schopnost detekovat ionizujici zareni za icelem optimalizace technologie pripravy

kvalitnich radiac¢nich detektoru na bazi SiC.



